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درجة حرارة القاعدة في الأنتقالات الألكترونية لأغشية أوكسيد الكادميوم  تأثيردراسة 
  الرقيقة

A Study on The Influence of Substrate Temperature on  Electronic Transition 
of Cadmium Oxide Thin Film   

  حيدر غازي لازم . م
  كلية التربية الأساسية -جامعة ميسان

 
  لاصةالخ

تناول هذا البحث دراسة تأثير درجة حرارة القاعدة في الأنتقـالات الألكترونيـة لأغـشية أوكـسيد                 
على قواعد من الزجاج بثلاث درجـات حـرارة         ) 400nm(حيث حضرت هذه الأغشية بسمك      ، الكادميوم  

عة التبلـور    تم فحص طبي   .بأستخدام طريقة الترسيب الكيميائي الحراري    ) 0C)400,450,500للقاعدة هي     
أن تركيب الأغشية المحضرة هو متعدد      حيود الأشعة السينية والتي بينت      للأغشية المحضرة من خلال تقنية      

وقـد وجـد أن     ، وكذلك تم حساب معامل الأمتصاص وفجوة الطاقة البصرية للأغشية المحضرة           ، التبلور  
  .ة تزداد بأزدياد درجة حرارة القاعدةمعامل الأمتصاص يقل بأزدياد درجة حرارة القاعدة  وأن فجوة الطاق

    
 Abstract 

This research including studying the influence of substrate temperature on 
electronic transition of (CdO) thin films. These films of (400nm) thicknees, had 
been prepared by the method of chemical spray pyrolysis on glass substrates at 
three different substrates temperatures (400,450,500)0C. The prepared films were 
examined by x-Ray diffraction technigue, which showed that all prepared films are 
polycrystallin. The absorption cofficient, and the direct energy gap were calculated. 
It has been found that the absorption cofficient decrease with increases substrates 
temperatures, and that optical energy gap increased with increasing substrates 
temperatures. 
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  :ـة المقدم

هتمام الباحثين نظراً لأهميتها ولما تمتاز بـه مـن خـصائص            اتحظى دراسة المواد شبه الموصلة ب     
 ولقد حقق التطور العلمي قفزة واسعة في مجال التقنيـات العلميـة عنـدما بـدأ         ،فيزياوية فريدة من نوعها   

كل أغـشية رقيقـة إحـدى الوسـائل      وتعد دراسة المواد المرسبة بش،بدراسة هذه المواد وتطبيقاتها العلمية 
المناسبة لمعرفة العديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المـواد التـي يـصعب الحـصول علـى       

  .]2-1[خواصها بشكلها الطبيعي 

 إذ تـم    ، فهي تدخل في أكثر التطبيقـات الإلكترونيـة        ،لوجيةووللأغشية الرقيقة أهمية صناعية وتكن    
وفـي الـدوائر المتكاملـة    ) Magnetic Memory Devices(المغناطيـسية  سـتخدامها فـي الـذاكرة    ا
)Integrated Circuits (  وفي الترانزسـستورات)Transistors (  والكواشـف)Detectors (  والخلايـا

  .]Solar Cells] (3-4(الشمسية 

شية أوكـسيد  دراسة تأثيردرجة حرارة القاعدة في الأنتقالات الألكترونية لأغ  لى  إويهدف بحثنا الحالي    
ذ أن الأغشية التـي يـتم الحـصول         إ ، الحراري الكيميائيوقد استخدمت طريقة الترسيب     الكادميوم الرقيقة   

عليها بهذه الطريقة تكون عادة ذات نوعية جيدة ومتجانسة شديدة التلاصق بالقواعد الزجاجية التي تترسـب            
-PU-8800-UV/VIS(استخدام مطياف نـوع     ث   وقد تم في هذا البح     ].6-5[ عليها وخالية من الثقوب الأبرية    

Spec.Met. (ــزمتين ــرضذو الحـ ــاس  لغـ ــصاصية قيـ ــة )A) (Absorbance (الامتـ ) T( والنفاذيـ
)Transmittance (ن  لأغشية أوكسيد الكادميوم المحضرة لمدى الأطوال الموجية م)nm 380-900(.             

  : الجزء العملي

لتحضير أغشية أوكسيد الكـادميوم      ] CdO(No3)2.4H2O[المائية  تم استخدام مادة نترات الكادميوم      
مـن  ) gm 3.0847(بعد إذابـة  ) 400،450،500(0C وبدرجات حرارة قاعـدة هي )0.1M(وبتركـيز 
من الماء المقطر إذابة تدريجية وباستخدام خلاط مغناطيسي وصـولاً إلـى محلـول    ) ml 100(المادة في 

 وقد استخدمت قواعد زجاجية نظيفه مـن خـلال          ،انس رائق عديم اللون   نترات الكادميوم وهو محلول متج    
غسلها أولاً بالماء ومسحوق الغسيل للتخلص من أي بقع زيتيه أو بقايا مواد عالقة قد يصدف وجودها علـى     

 يـتم   من ثم القواعد الزجاجية ثم تغسل بالماء المقطر غسلاً جيداً بعد ذلك يتم وضعها في كحول الأيثانول و               
نخفاض الكبير في درجات الحرارة أثنـاء عمليـة          وتتم عملية رش المحلول على دفعات لتجنب الا        .يفهاتجف

 4.5(وبمعـدل رش  ) min 3(وبعـد توقـف لمـدة    ) sec 15( حيث تكون عملية الرش لمدة ،]6[الرش 

ml/min(،دة ـن جهاز الرش والقاعـن نهاية الأنبوب الشـعري مـ أفضل مسـافة عمودية بيإن و  

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:misanjournal@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٩  العدد الخامس عشر  كانون الأولجلد الثامن  الم جلة ميسان للدراسات الأكاديمية م
 

ISSN - 1994 - 697X                                                misanjournal@yahoo.com 

193 

  

ن سـمك الغـشاء   فـإ  وفي هذا البحـث  .)30cm(الزجاجية الموضوعة على سطح السخان الكهربائي هي   
 وقد تم ترسيب الأغشية بـثلاث درجـات حـرارة قاعـدة هـي      .) 400nm(المستخدم لجميع النماذج هو 

0C)400،450،500(  مـاء  نتهاء من عملية الترسيب تترك العينات لفترة قليلة لإتمـام عمليـة الإن             وبعد الا
نتقاء النماذج الأكثر تجانساً وذلك من خلال فحصها بالمجهر الـضوئي           االبلوري ثم تترك لتبرد ومن ثم يتم        

طته فحـص جميـع العينـات المحـضرة      إذ تم بوس ،)PHYWE(مجهز من قبل شركة     ) M20(من نوع   
 وكـذلك تـم     ، والتشققات الدقيقـة    من حيث خلوها من الثقوب الابرية      للتعرف على طبيعة سطوح الأغشية    

مـن  ) XRD(سـتخدام جهـاز   ة المرسـبة بـدرجات حـرارة مختلفـة با         فحص طبيعة التبلور للأغـشي    
  .)PHILPS(نوع

  :النتائج والمناقشة

ن أغـشـية  أ) 1(والموضـحة بالـشكل   ) X-Ray Diffraction(شعة الـسينية  تبين نتائج حيود الأ
ع المكعب وهذا يتطابق مع ما جـاء فـي          هي أغشية متـعددة التبلور ومن النو     ) CdO(أوكسيد الكادميوم   
تغير معامل الامتصاص مع طــاقة الفوتون لغشاء أوكـسيد         يمثل  ) 2(الشكل   . ]8-7[ البحوث المنشورة   
فـي منطقـة   ) α(إذ  تم حـساب معامـل الامتـصاص    ، بدرجات حرارة قاعدة مختلفةالكادميوم المحضرة 

  ] :9 [ستخدام العلاقة التاليةمتصاص  باالا

  = 2.303 (A/t)     ..................  (1)                                   α                               
  :       حيث 

          A : امتصاصية مادة الغشاء        t :سمك الغشاء  

وهذا يتفق مع ما توصـلت     ) 105cm-1(إن قيمة معامل الامتصاص أكبر من       ) 2(ونلاحظ من الشكل    
 وإن هذه القيمة تتزايد مع زيادة طاقة الفوتون وهذا يساعد علـى توقـع حـدوث     ،]11-10[ إليه الدراسات   

احتماليـة  علـى   ) cm-1α 104<( حيث تدل القيم العالية لمعامل الامتـصاص  ،انتقالات إلكترونيه مباشرة
  .] 12[نتقالات إلكترونيه مباشرة حدوث ا

 المباشرة بنوعيها المسموح والممنوع من الالكترونية للانتقالات البصرية  تم حساب قيم فجوة الطاقة
   .]13: [خلال العلاقة التالية

Hf  = A(hf-Eg)r    …………….  (2)                             α                      
   :حيث 

A   :ثابت يعتمد على خواص المادة     hf : طاقة الفوتون الممتص     Eg : اقة الممنوعةفجوة الط.   

Urge
nt

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:misanjournal@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠٩  العدد الخامس عشر  كانون الأولجلد الثامن  الم جلة ميسان للدراسات الأكاديمية م
 

ISSN - 1994 - 697X                                                misanjournal@yahoo.com 

194 

  

  r:   قيمة دما تكون نتقالات حيث عنأسي يحدد نوع الاثابت)r ( مساوية إلى)نتقـالاً  تقـال ا نيكون الا) 1/2
   .]13[ ممنوعاً نتقالاً مباشراًيكون الانتقال ا) 3/2( وعندما تكون ،مباشراً مسموحاً

 ومن خلالها تم حـساب قـيم   تون مع طاقة الفو 2(α E)تغير قيم تبين ) 5(إلى ) 3(إن الأشكال من 
وكـذلك تم حساب فجـوة الطاقـة الممنوعـة          ،نتقال المباشر المسموح  فجوة الطاقة البصرية الممنوعة للا    

 وبرسـم العلاقـة   ،)3/2(مساوياً إلى ) r(بـعد وضع قيمة الثابت    ) 2(للانتقال المباشر الممنوع من العلاقة      
 ومد الجزء المـستقيم مـن المنحنـي   ) 8(إلى ) 6(الأشكال من  وطاقة الفوتون كما مبينة في 2/3(α E)بين 

ن قـيم   وإ.]14-13[ليقطع محور طاقة الفوتون نحصل على قيمة فجوة الطاقة للانتقال المباشـر الممنـوع    
 إذ نلاحظ على العموم أن قيم فجـوة الطاقـة   ،)1(ليها موضحة في الجدول إنتقالات المشار فجوة الطاقة للا  
) eV 2.2( نتقال المباشر المـسموح هـي   ة حرارة القاعدة وإن أقل قيمة للامع زيادة درجالممنوعة تزداد 

وهذه النتيجة لقيم فجوة ) 0C 500(درجة حرارة  عند) eV 2.3(وتصل إلى ) 0C 400( درجة حرارة  عند
ى تحسن   ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إل      ،]16-15 17-[الطاقة البصرية تتفق مع نتائج البحوث المنشـورة        

       .التبلور وتقليل العيوب البلورية وبالتالي تقليل المستويات الموضعية وزيادة قيمة فجوة الطاقة

  )١(جدول 
  المسموح والممنوعالممنوعة للإنتقال المباشر يبين تأثير درجة حرارة القاعدة في قيم فجوة الطاقة 

  )Eg(فجوة الطاقة 
  )نتقال مباشر ممنوع ا(

  )Eg(فجوة الطاقة 
  )نتقال مباشر مسموح ا(

  درجة حرارة القاعدة

1.65 eV 2.2 eV 400 0C 
1.71 eV 2.25 eV  450 0C 
1.9 eV 2.3 eV  500 0C 

  :ستنتاجات الا

إن زيادة درجة حرارة القاعدة لم يؤثر كثيراً على قيم منحنيات معامل الامتصاص ولكنه أدى إلـى                  .١
 .الية العةتغير موقعها باتجاه الطاقات الفوتوني

 مما يجعل هذه    ةإن زيادة درجة حرارة القاعدة أدى إلى زيادة واضحة في قيم فجوة الطاقة الممنوع              .٢
 .ستخدام في الخلايا الشمسيةالأغشية قابلة للا

لـى حزمـة    ال الإلكترونات من حزمة التكافؤ إ     نتقاأن  سة نتائج الفحوصات البصرية تبين      من درا و .٣
 ـ اً مباشر  وانتقالاً اًوح مسم اً مباشر التوصيل كان انتقالاً   ن أغـشية أوكـسيد الكـادميوم       أ و ،اً ممنوع

 .المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري هي أغشية جيدة ومن النوع متعدد التبلور
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تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغـشية اوكـسيد الكـادميوم والمحـضرة              : )2(شكل رقم   
  بدرجات حرارة قاعدة مختلفة
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